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Мощный MOSFET транзистор – КП7180А 
    
 Тип корпуса: TO-218, ТО-3(КТ-9)  
 Аналоги: IXFH24N50  
 
                             
Особенности 

• N- канальный 
• Низкий подзатворный заряд 
• Низкое сопротивление Rds 
• Быстро переключающийся 

транзистор 
 
Область применения 

• DC-DC преобразователи 
• Источники питания 
• Устройства зарядки аккумуляторов 
• Низковольтные реле 
• Автоэлектроника 
• Устройства управления светом, 

температурой 
 
 
1. Предельно допустимые режимы эксплуатации 

 

 

 
 

                                        
  VDSS = 500 B 
  RDS(on) ≤ 230 mΩ   
  ID = 24 A 
 
     1- затвор 
     2- сток 
     3- исток                   

 
Параметры 

 

 
Обозна-
чение 

 
Режимы измерения 

 
Норма 

 
Единица 
измерения 

Напряжение сток-исток  
VDSS 

 
VGS=0B, TJ =25ºC 

 
500 

 
В 

Напряжение затвор-исток 
 

VGSS 

 
VDS=0B 

 
±20 

 
В 

Постоянный ток стока 
 

ID 

                              
VGS=10B                

 
24 

 
А 

Импульсный ток стока 
 

IDM 

 
Tимп = 10µs 

 
96 

 
А 

Рассеиваемая мощность 
 

PD  Tc= 25C 
 

300 
 
Вт 

Рабочая температура 
кристалла 

 
TJ 

 
-55÷+150 

  
ºC 

Температура окружающей 
среды (допустимая) 

 

TJM 

 
150 

  
ºC 

Температура хранения 
 

TSTG 

 
-55÷+125 

  
ºC 

Максимальная скорость 
нарастания напряжения на 
диоде 

 
dv/dt 

IS<=IDM, di/dt<=100A/µs, 
VDD<=VDSS, TJ <=150ºC ,  
RG=2 Ω 

5 V/ns 

Масса:  ТО-218 
              ТО-3 

 
 

 5,5 
20 

 
Гр. 
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2. Основные электрические параметры 
 

Значения  
Параметры 

 
Обозна- 
чение 

 
Режимы измерения  

мин. 
 

тип. 
 

макс 

 
Единица 
измерен
ия 

Напряжения пробоя сток-
исток 

 
V(BR)DSS 

 
VGS = 0 B, ID = 250 µA 

 
500 

 
- 

 
- 

 
B 

Пороговое напряжение 
затвор-исток 

 
VGS(th) 

 
VDS =VGS, ID =4 mA 

 
2,5 

 
- 

 
4,5 

 
B 

Начальный ток стока 
 

IDSS 

VDS=400 В, VGS=0 B   

ТJ = 25ºC 
 
- 

 
- 

 
200 

 
µA 

Начальный ток стока 
 

IDSS 

VDS=400 В, VGS=0 B   

ТJ = 125ºC 
 
- 

 
- 

 
1 

 
mA 

Ток утечки затвор-исток 
 

IGSS 

 
VGS =±20 VDC, VDS =0 B 

 
- 

 
- 

 
±100 

 
nA 

Сопротивление ключа в 
открытом состоянии. 

 
RDS(ON) 

VGS =10 B, ID =12А 
tимп ≤300 µs, D ≤ 2% 

 
- 

- 
 

 
230 

 
mΩ 

Входная емкость 
 

CISS 

VGS =0 B, VDS = 25 B,  
f = 1 Mгц 

 
- 

 
3900 

 
- 

 
pF 

Выходная емкость 
 

COSS 

VGS =0 B, VDS = 25 B,  
f = 1 Mгц 

 
- 

 
 450 

 
- 

 
pF 

Проходная емкость 
 

CRSS 

VGS =0 B, VDS = 25 B,  
f = 1 Mгц 

 
- 

 
135 

 
- 

 
pF 

Время задержки  
 включения  

 
td(on) 

VGS =10 B, VDS =0,5*VDSS 
B,  
ID  =12 A, RG =2 Ω 

 
- 

 
16 

 
25 

 
ns 

Время нарастания  
 
tr 

VGS =10 B, VDS =250 B,  
ID  =12 A, RG =2 Ω 

 
- 

 
33 

 
45 

 
ns 

Время задержки 
выключения  

 
td(off) 

VGS =10 B, VDS =250 B,  
ID  =12 A, RG =2 Ω 

 
- 

 
65 

 
80 

 
ns 

Время спада  
 
tf 

VGS =10 B, VDS =250 B,  
ID  =12 A, RG =2 Ω 

 
- 

 
30 

 
40 

 
ns 

Тепловое сопротивление 
кристалл-основание 

 
RthJC 

 
 

 
- 

 
- 

 
0,42 

 
К/BT 

Тепловое сопротивление 
основания 

 
RthJК 

 
ТО-218, ТО-3(КТ-9) 

  
0,25 

  
К/BT 

Прямой ток диода 
 

IS 

 
VGS =0 B,  TJ =TJM 

 
- 

 
- 

 
24 

 
A 

Прямое падение 
напряжения на диоде 

 
VSD 

IF =IS, VGS =0 B,  
tимп ≤300µs, D ≤ 2% 

 
- 

 
- 

 
1,5 

 
B 

Время обратного 
восстановления 

 
trr 

IF =IS, di/dt=100 A/µs, 
VR = 100 B, TJ=25ºC  

 
- 

 
- 

 
250 

 
ns 

 

КП7180А 
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Мощный MOSFET транзистор – КП7180Б 
    

 Тип корпуса: TO-218, ТО-3(КТ-9) 
 Аналоги: нет                                                          
 
 

Особенности 
• N- канальный 
• Низкий подзатворный заряд 
• Низкое сопротивление RDS(on) 
• Быстро переключающийся 

транзистор 
 

Область применения 
• DC-DC преобразователи 
• Источники питания 
• Устройства зарядки аккумуляторов 
• Низковольтные реле 
• Автоэлектроника 
• Устройства управления светом, 

температурой 
 
 
1. Предельно допустимые режимы эксплуатации 

 

 

 
 

                                     VDSS = 500 B 
   RDS(on) ≤ 200 mΩ   
   ID = 26 A 
 
    1- затвор 
    2- сток 
    3- исток 
                                 
 

 
Параметры 

 

 
Обозна-
чение 

 
Режимы измерения 

 
Норма 

 
Единица 
измерения 

Напряжение сток-исток  
VDSS 

 
VGS=0 B, TJ =25ºC 

 
500 

 
В 

Напряжение затвор-исток 
 

VGSS 

 
VDS=0 B 

 
±20 

 
В 

Постоянный ток стока 
 

ID 

                              
VGS=10 B                

 
26 

 
А 

Импульсный ток стока 
 

IDM 

 
Tимп = 10 µs 

 
100 

 
А 

Рассеиваемая мощность 
 

PD  Tc= 25C 
 

300 
 
Вт 

Рабочая температура 
кристалла 

 
TJ 

 
-55÷+150 

  
ºC 

Температура окружающей 
среды (допустимая) 

 

TJM 

 
150 

  
ºC 

Температура хранения 
 

TSTG 

 
-55÷+125 

  
ºC 

Максимальная скорость 
нарастания напряжения на 
диоде 

 
dv/dt 

IS<=IDM, di/dt<=100A/µs, 
VDD<=VDSS, TJ <=150ºC ,  
RG=2 Ω 

5 V/ns 

Масса:  ТО-218 
              ТО-3 

 
 

 5,5 
20 

 
Гр. 
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2. Основные электрические параметры 
 

Значения  
Параметры 

 
Обозна- 
чение 

 
Режимы измерения  

мин. 
 

тип. 
 

макс 

 
Единица 
измерен
ия 

Напряжения пробоя сток-
исток 

 
V(BR)DSS 

 
VGS = 0 B, ID = 250 µA 

 
500 

 
- 

 
- 

 
B 

Пороговое напряжение 
затвор-исток 

 
VGS(th) 

 
VDS =VGS, ID =4 mA 

 
2,5 

 
- 

 
4,5 

 
B 

Начальный ток стока 
 

IDSS 

VDS=VDSS, VGS=0 B   

ТJ = 25ºC 
 
- 

 
- 

 
25 

 
µA 

Начальный ток стока 
 

IDSS 

VDS=VDSS, VGS=0 B   

ТJ = 125ºC 
 
- 

 
- 

 
1 

 
mA 

Ток утечки затвор-исток 
 

IGSS 

 
VGS =±20 VDC, VDS =0 B 

 
- 

 
- 

 
±100 

 
nA 

Сопротивление ключа в 
открытом состоянии. 

 
RDS(ON) 

VGS =10B , ID =0,5ID25 
tимп ≤300 µs, D ≤ 2% 

 
- 

- 
 

 
200 

 
mΩ 

Входная емкость 
 

CISS 

VGS =0 B, VDS = 25 B,  
f = 1 Mгц 

 
- 

 
3900 

 
- 

 
pF 

Выходная емкость 
 

COSS 

VGS =0 B, VDS = 25 B,  
f = 1 Mгц 

 
- 

 
 450 

 
- 

 
pF 

Проходная емкость 
 

CRSS 

VGS =0 B, VDS = 25 B,  
f = 1 Mгц 

 
- 

 
135 

 
- 

 
pF 

Время задержки  
 включения  

 
td(on) 

VGS =10 B, VDS =250 B,  
ID  =13A, RG =2 Ω 

 
- 

 
16 

 
25 

 
ns 

Время нарастания  
 
tr 

VGS =10 B, VDS =250 B,  
ID  =13A, RG =2 Ω 

 
- 

 
33 

 
45 

 
ns 

Время задержки 
выключения  

 
td(off) 

VGS =10 B, VDS =250 B,  
ID  =13A, RG =2 Ω 

 
- 

 
65 

 
80 

 
ns 

Время спада  
 
tf 

VGS =10 B, VDS =250 B,  
ID  =13 A, RG =2 Ω 

 
- 

 
30 

 
40 

 
ns 

Тепловое сопротивление 
кристалл-основание 

 
RthJC 

 
 

 
- 

 
- 

 
0,42 

 
К/BT 

Тепловое сопротивление 
основания 

 
RthJК 

 
ТО-218, ТО-3(КТ-9) 

 
- 

 
0,25 

 
- 

 
К/BT 

Прямой ток диода 
 

IS 

 
VGS =0 B,  TJ =TJM 

 
- 

 
- 

 
26 

 
A 

Прямое падение 
напряжения на диоде 

 
VSD 

IF =IS, VGS =0 B,  
tимп ≤300 µs, D ≤ 2% 

 
- 

 
- 

 
1,5 

 
B 

Время обратного 
восстановления 

 
trr 

IF =IS, di/dt=100 A/µs, 
VR = 100 B, TJ=25ºC  

 
- 

 
- 

 
250 

 
ns 

 

КП7180Б 


